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_ Silizium-Leistungszenerdioden 
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KENNWERTE (0, = 25°C —5 grd) 

SZ‘ SZ _ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ 
50i 504 505 555 506 507 508 507 310 

Zenerspannung 

Zenerwiderstand 
bei einem 
Zenerstrom 

Temperaturbeiwert 

Uz 0,65- 4,8- 5,3- 5,8- 6,4- 7,1- 7,7- 8,5- 9,4- V 
0,85 55 &80 66 73 79 88 96 106 

C s O S 
Ix# 100 400 4100 100 4100 4100 100 50 30 MmA. 

Kuz — — 2 3 3 4 5 6 6 grd-! 
+ 104 

2 2 grd! Kır 20 20 20 20 20 % X 
+ 104 

- UND_MINDESTWERTE (0a == 45*C) 

Sperrschicht- 
tamperatur 

Umgebungs- 
temperatur 
Wöärmewiderstand 

IFmax 1000 250 250 250 250 250 250 250 250 mA 
Ifmin 20 
Izmax‘) 175 160 145 130 115 110 100 90 mA 
Izmax? 1400 1290 1170 1060 %80 880 800 730 mA 
Izmin 10 10 10 10 '10 10 10 10 mA 
4 155 C 

CO 55,.. 4125 C 

Rım 8 grd/ W 
Rık C grd/W 

* In Durchlaßrichtung gepolte Diode !) Ohne Kühlblech 2 Mit vertikalem Kühlblech 
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8 V — Silizium-Leistungszenerdiode SZ 
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I Abb. 38 
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Abb. 37 Reduzierung der 100 
Verlust jeistung 80 
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Abb. 39 Abb. 40 
Streubereich der Temperatur-Beiwerte Zenerwiderstand 7z (Muximnle 
Kuz der Uz in Ab- Werte) in MMnu'gfl 
hängigkeit von UZ bei Iz = 100 mA Zenerspannung UZ 2:‘CU-- 

gebungstemperatur 


